
JP 4887203 B2 2012.2.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電源から印加される電流に対応して発光する有機発光ダイオードと；
　走査信号が供給される走査線およびデータ信号が供給されるデータ線と接続され、前記
走査線に印加される走査信号によって前記データ線に印加されるデータ信号を伝達する第
１トランジスタと；
　前記第１トランジスタから伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するストレージ
キャパシタと；
　一の端子が前記第１電源に接続される前記ストレージキャパシタの他の端子にゲート端
子が接続され、前記ストレージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を前記有機発
光ダイオードに伝達する、ＰＭＯＳで形成される第２トランジスタと；
　前記有機発光ダイオードの劣化の度合いに対応して、前記第２トランジスタが前記有機
発光ダイオードに伝達する電流量を調整する補償部と；
　を備え、
　前記補償部は、
　第１電極が前記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第３トランジスタと；
　第１電極が電圧源に接続され、第２電極が前記第３トランジスタの第２電極と接続され
て、前記電圧源と前記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタと；
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタの共通ノードと、前記第２トランジ
スタのゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタと；
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　を備え、
　前記共通ノードの電圧を前記電圧源の電圧に上昇させて、前記第２トランジスタのゲー
ト電極の電圧を前記有機発光ダイオードの劣化の度合いに対応して上昇させることによっ
て、前記第２トランジスタが前記有機発光ダイオードに伝達する電流量を調整し、
　前記第３トランジスタは、少なくとも前記走査線に走査信号が供給される期間の間ター
ンオンして、前記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧を前記共通ノード
に伝達し、
　前記第４トランジスタは、少なくとも前記第３トランジスタがターンオンする期間の間
はターンオフし、ターンオンしたときに前記電圧源の電圧を前記共通ノードに伝達するこ
とを特徴とする、画素。
【請求項２】
　前記第４トランジスタは、第１制御信号が供給される第１制御線と接続され、前記第１
制御信号が供給されるときにターンオフし、前記第１制御信号が供給されないときにター
ンオンして前記電圧源の電圧を伝達し、
　前記第３トランジスタは、第２制御信号が供給される第２制御線と接続され、前記第２
制御信号が供給されるときにターンオンして前記有機発光ダイオードのアノード電極に印
加される電圧を伝達し、前記第２制御信号が供給されないときにターンオフし、
　前記第１制御信号および第２制御信号は、前記走査線に供給される走査信号と重畳され
るように前記走査信号より長い期間供給され、互いに反対極性の電圧に設定されることを
特徴とする、請求項１に記載の画素。
【請求項３】
　前記共通ノードには、前記第３トランジスタがターンオンされるとき、前記有機発光ダ
イオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、前記第４トランジスタがターンオ
ンされるとき、前記電圧源の電圧が伝達されて、前記共通ノードの電圧は前記電圧源の電
圧に上昇することを特徴とする、請求項２に記載の画素。
【請求項４】
　前記フィードバックキャパシタは、前記共通ノードの電圧変化量に対応して前記第２ト
ランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御することを特徴とする、請求項３に記載
の画素。
【請求項５】
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタは、互いに異なる導電型で形成され
、前記第３トランジスタのゲート電極と前記第４トランジスタのゲート電極とは、第１制
御信号が供給される第１制御線と接続されることを特徴とする、請求項１に記載の画素。
【請求項６】
　前記第１制御信号は、前記走査線に供給される走査信号と重畳されるように供給される
ことを特徴とする、請求項５に記載の画素。
【請求項７】
　前記第３トランジスタは、ＮＭＯＳで形成されて、前記第１トランジスタ、第２トラン
ジスタおよび第４トランジスタはＰＭＯＳで形成されることを特徴とする、請求項６に記
載の画素。
【請求項８】
　前記第３トランジスタは、前記第１制御線から前記第１制御信号が供給されるときター
ンオンし、
　前記共通ノードには、前記第３トランジスタがターンオンされるとき、前記有機発光ダ
イオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、前記第４トランジスタがターンオ
ンされるとき、前記電圧源の電圧が伝達されて、前記共通ノードの電圧は前記電圧源の電
圧に上昇することを特徴とする、請求項５～７に記載の画素。
【請求項９】
　前記フィードバックキャパシタは、前記共通ノードの電圧変化量に対応して前記第２ト
ランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御することを特徴とする、請求項８に記載
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の画素。
【請求項１０】
　前記第３トランジスタは、前記走査線と接続されて前記走査信号が供給されるときター
ンオンし、
　前記第４トランジスタは、第１制御信号が供給される第１制御線と接続され、前記第１
制御信号が供給される時ターンオフし、前記第１制御信号が供給されないときにターンオ
ンし、
　前記第１制御信号は、前記走査信号と重畳されるように前記走査信号より長い期間供給
されることを特徴とする、請求項１に記載の画素。
【請求項１１】
　前記共通ノードには、前記第３トランジスタがターンオンされるとき、前記有機発光ダ
イオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、前記第４トランジスタがターンオ
ンされるとき、前記電圧源の電圧が伝達されて、前記共通ノードの電圧は前記電圧源の電
圧に上昇することを特徴とする、請求項１０に記載の画素。
【請求項１２】
　前記フィードバックキャパシタは、前記共通ノードの電圧変化量に対応して前記第２ト
ランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御することを特徴とする、請求項１１に記
載の画素。
【請求項１３】
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタは、互いに異なる導電型で形成され
、前記第３トランジスタのゲート電極と前記第４トランジスタのゲート電極とは、前記走
査線と接続されることを特徴とする、請求項１に記載の画素。
【請求項１４】
　前記第３トランジスタは、前記走査線から走査信号が供給されるときターンオンし、
　前記共通ノードには、前記第３トランジスタがターンオンされるとき、前記有機発光ダ
イオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、前記第４トランジスタがターンオ
ンされるとき、前記電圧源の電圧が伝達されて、前記共通ノードの電圧は前記電圧源の電
圧に上昇することを特徴とする、請求項１３に記載の画素。
【請求項１５】
　前記フィードバックキャパシタは、前記共通ノードの電圧変化量に対応して前記第２ト
ランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御することを特徴とする、請求項１４に記
載の画素。
【請求項１６】
　前記電圧源の電圧は、前記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧より大
きく設定されることを特徴とする、請求項１に記載の画素。
【請求項１７】
　前記電圧源の電圧は、前記第１電源の電圧以下に設定されることを特徴とする、請求項
１に記載の画素。
【請求項１８】
　前記電圧源は、前記第１電源であることを特徴とする、請求項１に記載の画素。
【請求項１９】
　前記電圧源の電圧は、前記走査線から供給される走査信号、または、前記走査信号が供
給される前に他の画素へ走査信号を供給するための以前走査線から印加されるターンオフ
電圧であることを特徴とする、請求項１に記載の画素。
【請求項２０】
　前記有機発光ダイオードは、赤色有機発光ダイオード、または、緑色有機発光ダイオー
ド、または、青色有機発光ダイオードのいずれかであり、
　前記フィードバックキャパシタの容量は、有機発光ダイオードの種類に応じて異なるよ
うに設定されることを特徴とする、請求項１に記載の画素。
【請求項２１】
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　前記第２トランジスタと前記有機発光ダイオードとの間に接続され、少なくとも前記走
査信号が供給される期間ターンオフされる第５トランジスタをさらに備えることを特徴と
する、請求項１に記載の画素。
【請求項２２】
　前記第５トランジスタは、発光制御信号が供給される発光制御線と接続され、前記発光
制御信号が供給されるときターンオフし、前記発光制御信号が供給されないときターンオ
ンすることを特徴とする、請求項２１に記載の画素。
【請求項２３】
　前記発光制御信号は、前記走査信号より広い幅で前記走査信号と重畳されるように供給
されることを特徴とする、請求項２２に記載の画素。
【請求項２４】
　前記共通ノードには、前記第３トランジスタがターンオンされるとき、前記有機発光ダ
イオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、前記第４トランジスタがターンオ
ンされるとき、前記電圧源の電圧が伝達されて、前記共通ノードの電圧は前記電圧源の電
圧に上昇することを特徴とする、請求項２３に記載の画素。
【請求項２５】
　前記フィードバックキャパシタは、前記共通ノードの電圧変化量に対応して前記第２ト
ランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御することを特徴とする、請求項２４に記
載の画素。
【請求項２６】
　第１電源から印加される電流に対応して発光する有機発光ダイオードと；
　走査信号が供給される走査線およびデータ信号が供給されるデータ線と接続され、前記
走査線に印加される走査信号によって前記データ線に印加されるデータ信号を伝達する第
１トランジスタと；
　前記第１トランジスタから伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するためのスト
レージキャパシタと；
　一の端子が前記第１電源に接続される前記ストレージキャパシタの他の端子にゲート端
子が接続され、前記ストレージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を前記有機発
光ダイオードに伝達する、ＰＭＯＳで形成される第２トランジスタと；
　第１電極が前記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第３トランジスタと；
　第１電極が電圧源に接続され、第２電極が前記第３トランジスタの第２電極と接続され
て、前記電圧源と前記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタと；
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタの共通ノードと、前記第２トランジ
スタのゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタと；
　を備え、
　前記共通ノードの電圧を前記電圧源の電圧に上昇させて、前記第２トランジスタのゲー
ト電極の電圧を前記有機発光ダイオードの劣化の度合いに対応して上昇させることによっ
て、前記第２トランジスタが前記有機発光ダイオードに伝達する電流量が、調整され、
　前記第３トランジスタは、少なくとも前記走査線に走査信号が供給される期間の間ター
ンオンして、前記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧を前記共通ノード
に伝達し、
　前記第４トランジスタは、少なくとも前記第３トランジスタがターンオンする期間の間
はターンオフし、ターンオンしたときに前記電圧源の電圧を前記共通ノードに伝達するこ
とを特徴とする、画素。
【請求項２７】
　前記共通ノードには、前記第３トランジスタがターンオンされるとき、前記有機発光ダ
イオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、前記第４トランジスタがターンオ
ンされるとき、前記電圧源の電圧が伝達されて、前記共通ノードの電圧は前記電圧源の電
圧に上昇することを特徴とする、請求項２６に記載の画素。
【請求項２８】
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　前記フィードバックキャパシタは、前記共通ノードの電圧変化量に対応して前記第２ト
ランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御することを特徴とする、請求項２７に記
載の画素。
【請求項２９】
　前記第２トランジスタと有機発光ダイオードとの間に接続されて、少なくとも前記走査
信号が供給される期間ターンオフされる第５トランジスタをさらに備えることを特徴とす
る、請求項２６に記載の画素。
【請求項３０】
　前記電圧源の電圧は、前記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧より大
きく設定されることを特徴とする、請求項２６に記載の画素。
【請求項３１】
　前記電圧源は、前記第１電源であることを特徴とする、請求項２６に記載の画素。
【請求項３２】
　前記電圧源の電圧は、前記走査線から供給される走査信号、または、前記走査信号が供
給される前に他の画素へ走査信号を供給するための以前走査線から印加される走査信号が
供給されないときの電圧であることを特徴とする、請求項２６に記載の画素。
【請求項３３】
　走査信号が供給される走査線およびデータ信号が供給されるデータ線と接続され、少な
くとも１以上の画素を有する画素部と；
　前記走査線に走査信号を順次に供給する走査駆動部と；
　前記データ線にデータ信号を供給するデータ駆動部と；
　を備え、
　前記画素部が有する画素それぞれは、
　第１電源から印加される電流に対応して発光する有機発光ダイオードと；
　前記走査線および前記データ線と接続され、前記走査線に印加される走査信号によって
前記データ線に印加されるデータ信号を伝達する第１トランジスタと；
　前記第１トランジスタから伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するためのスト
レージキャパシタと；
　一の端子が前記第１電源に接続される前記ストレージキャパシタの他の端子にゲート端
子が接続され、前記ストレージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を前記有機発
光ダイオードに伝達する、ＰＭＯＳで形成される第２トランジスタと；
　第１電極が前記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第３トランジスタと；
　第１電極が電圧源に接続され、第２電極が前記第３トランジスタの第２電極と接続され
て、前記電圧源と前記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタと；
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタの共通ノードと、前記第２トランジ
スタのゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタと；
　を備え、
　前記共通ノードの電圧を前記電圧源の電圧に上昇させて、前記第２トランジスタのゲー
ト電極の電圧を前記有機発光ダイオードの劣化の度合いに対応して上昇させることによっ
て、前記第２トランジスタが前記有機発光ダイオードに伝達する電流量が、調整され、
　前記第３トランジスタは、少なくとも前記走査線に走査信号が供給される期間の間ター
ンオンして、前記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧を前記共通ノード
に伝達し、
　前記第４トランジスタは、少なくとも前記第３トランジスタがターンオンする期間の間
はターンオフし、ターンオンしたときに前記電圧源の電圧を前記共通ノードに伝達するこ
とを特徴とする、有機電界発光表示装置。
【請求項３４】
　前記共通ノードには、前記第３トランジスタがターンオンされるとき、前記有機発光ダ
イオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、前記第４トランジスタがターンオ
ンされるとき、前記電圧源の電圧が伝達されて、前記共通ノードの電圧は前記電圧源の電
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圧に上昇することを特徴とする、請求項３３に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３５】
　前記フィードバックキャパシタは、前記共通ノードの電圧変化量に対応して前記第２ト
ランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御することを特徴とする、請求項３４に記
載の有機電界発光表示装置。
【請求項３６】
　前記第４トランジスタは、第１制御信号が供給される第１制御線と接続され、前記第１
制御信号が供給されるときにターンオフし、前記第１制御信号が供給されないときにター
ンオンして前記電圧源の電圧を伝達し、
　前記第３トランジスタは、第２制御信号が供給される第２制御線と接続され、前記第２
制御信号が供給されるときにターンオンして前記有機発光ダイオードのアノード電極に印
加される電圧を伝達し、前記第２制御信号が供給されないときにターンオフし、
　前記第１制御信号および第２制御信号は、前記走査線に供給される走査信号と重畳され
るように前記走査信号より長い期間供給され、互いに反対極性の電圧に設定されることを
特徴とする、請求項３４に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３７】
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタは、互いに異なる導電型で形成され
、前記第３トランジスタのゲート電極と前記第４トランジスタのゲート電極とは、第１制
御信号が供給される第１制御線と接続されることを特徴とする、請求項３３、または３４
に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３８】
　前記第１制御信号は、前記走査線に供給される走査信号と重畳されるように供給される
ことを特徴とする、請求項３７に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３９】
　前記第３トランジスタは、前記走査線と接続されて前記走査信号が供給されるときター
ンオンし、
　前記第４トランジスタは、第１制御信号が供給される第１制御線と接続され、前記第１
制御信号が供給される時ターンオフし、前記第１制御信号が供給されないときにターンオ
ンし、
　前記第１制御信号は、前記走査信号と重畳されるように前記走査信号より長い期間供給
されることを特徴とする、請求項３３、または３４に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４０】
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタは、互いに異なる導電型で形成され
、前記第３トランジスタのゲート電極と前記第４トランジスタのゲート電極とは、前記走
査線と接続されることを特徴とする、請求項３３、または３４に記載の有機電界発光表示
装置。
【請求項４１】
　前記電圧源は、前記第１電源であることを特徴とする、請求項３３に記載の有機電界発
光表示装置。
【請求項４２】
　前記電圧源の電圧は、前記走査線から供給される走査信号、または、前記走査信号が供
給される前に他の画素へ走査信号を供給するための以前走査線から印加されるターンオフ
電圧であることを特徴とする、請求項３３に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４３】
　前記画素部が有する画素は、赤色有機発光ダイオードを含む赤色画素、緑色有機発光ダ
イオードを含む緑色画素、および青色有機発光ダイオードを含む青色画素のいずれかであ
り、
　前記画素それぞれが備える前記フィードバックキャパシタの容量は、前記赤色画素、緑
色画素および青色画素ごとに互いに異なるように設定されることを特徴とする、請求項３
３に記載の有機電界発光表示装置。
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【請求項４４】
　前記第２トランジスタと前記有機発光ダイオードとの間に接続され、少なくとも前記走
査信号が供給される期間ターンオフされる第５トランジスタをさらに備えることを特徴と
する、請求項３３に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４５】
　前記第５トランジスタは、発光制御信号が供給される発光制御線と接続され、前記発光
制御信号が供給されるときターンオフし、前記発光制御信号が供給されないときターンオ
ンすることを特徴とする、請求項４４に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４６】
　前記発光制御信号は、前記走査信号より広い幅で前記走査信号と重畳されるように供給
されることを特徴とする、請求項４５に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４７】
　第１電源から印加される電流に対応して発光する有機発光ダイオードと；
　走査信号が供給される走査線およびデータ信号が供給されるデータ線と接続され、前記
走査線に印加される走査信号によって前記データ線に印加されるデータ信号を伝達する第
１トランジスタと；
　前記第１トランジスタから伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するためのスト
レージキャパシタと；
　一の端子が前記第１電源に接続される前記ストレージキャパシタの他の端子にゲート端
子が接続され、前記ストレージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を前記有機発
光ダイオードに伝達する、ＰＭＯＳで形成される第２トランジスタと；
　第１電極が前記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第３トランジスタと；
　第１電極が電圧源に接続され、第２電極が前記第３トランジスタの第２電極と接続され
て、前記電圧源と前記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタと；
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタの共通ノードと、前記第２トランジ
スタのゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタと；
　を備える少なくとも１以上の画素を有する有機電界発光表示装置の駆動方法であって：
　前記走査信号が供給されるとき前記ストレージキャパシタにデータ信号に対応する電圧
を充電するステップと；
　前記ストレージキャパシタにデータ信号に対応する電圧を充電する期間において、前記
フィードバックキャパシタの前記共通ノード側の端子の電圧を、前記有機発光ダイオード
のアノード電極に印加される電圧に維持するステップと；
　前記走査信号の供給が中断されると、前記フィードバックキャパシタの前記共通ノード
側の端子の電圧を、前記電圧源の電圧に上昇させるステップと；
　を有することを特徴とする、有機電界発光表示装置の駆動方法。
【請求項４８】
　前記第２トランジスタは、ゲート電極に印加される電圧に対応して前記第１電源から印
加される電流の量を制御することを特徴とする、請求項４７に記載の有機電界発光表示装
置の駆動方法。
【請求項４９】
　前記電圧源の電圧は、前記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧より高
い電圧値に設定されることを特徴とする、請求項４８に記載の有機電界発光表示装置の駆
動方法。
【請求項５０】
　前記電圧源の電圧は、前記第１電源以下の電圧値に設定されることを特徴とする、請求
項４８に記載の有機電界発光表示装置の駆動方法。
【請求項５１】
　第１電源から印加される電流に対応して発光する有機発光ダイオードと；
　走査信号が供給される走査線およびデータ信号が供給されるデータ線と接続され、前記
走査線に印加される走査信号によって前記データ線に印加されるデータ信号を伝達する第
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１トランジスタと；
　前記第１トランジスタから伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するためのスト
レージキャパシタと；
　一の端子が前記第１電源に接続される前記ストレージキャパシタの他の端子にゲート端
子が接続され、前記ストレージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を前記有機発
光ダイオードに伝達する、ＰＭＯＳで形成される第２トランジスタと；
　第１電極が前記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第３トランジスタと；
　第１電極が電圧源に接続され、第２電極が前記第３トランジスタの第２電極と接続され
て、前記電圧源と前記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタと；
　前記第３トランジスタおよび前記第４トランジスタの共通ノードと、前記第２トランジ
スタのゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタと；
　を備える少なくとも１以上の画素を有する有機電界発光表示装置の駆動方法であって：
　前記走査信号が供給されるとき前記ストレージキャパシタにデータ信号に対応する電圧
を充電するステップと；
　前記ストレージキャパシタにデータ信号に対応する電圧を充電する期間において、前記
フィードバックキャパシタの前記共通ノード側の端子の電圧を、前記有機発光ダイオード
のアノード電極に印加される電圧に維持するステップと；
　少なくとも前記走査信号が供給される期間、前記第２トランジスタと前記有機発光ダイ
オードを電気的に遮断するステップと；
　前記走査信号の供給が中断されると、前記フィードバックキャパシタの前記共通ノード
側の端子の電圧を、前記電圧源の電圧に上昇させるステップと；
　を有することを特徴とする、有機電界発光表示装置の駆動方法。
【請求項５２】
　前記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧は、前記有機発光ダイオード
の閾値電圧であることを特徴とする、請求項５１に記載の有機電界発光表示装置の駆動方
法。
【請求項５３】
　前記第２トランジスタは、ゲート電極に印加される電圧に対応して前記第１電源から印
加される電流の量を制御することを特徴とする、請求項５１に記載の有機電界発光表示装
置の駆動方法。
【請求項５４】
　前記電圧源の電圧は、前記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧より高
い電圧値に設定されることを特徴とする、請求項５１に記載の有機電界発光表示装置の駆
動方法。
【請求項５５】
　前記電圧源の電圧は、前記第１電源以下の電圧値に設定されることを特徴とする、請求
項５１に記載の有機電界発光表示装置の駆動方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素、有機電界発光表示装置、および有機電界発光表示装置の駆動方法に関
し、特に、有機発光ダイオードの劣化に関係なく所望の輝度の映像を表示することが可能
な画素、有機電界発光表示装置、および有機電界発光表示装置の駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、陰極線管(Cathode　Ray　Tube)の短所である重さと体積を減らすことができる各
種平板表示装置が開発されている。平板表示装置としては液晶表示装置(Liquid　Crystal
　Display)、電界放出表示装置(Field　Emission　Display)、プラズマ表示パネル(Plasm
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a　Display　Panel)、および有機電界発光表示装置(Organic　Light　Emitting　Display
)などがある。
【０００３】
　平板表示装置の中で有機電界発光表示装置は、電子と正孔の再結合によって光を発生す
る有機発光ダイオードを利用して映像を表示する。このような有機電界発光表示装置は早
い応答速度を持つと共に低い消費電力で駆動されるという長所がある。
【０００４】
　図１は、従来の有機電界発光表示装置の画素を示す回路図である。図１を参照すると、
従来の有機電界発光表示装置の画素４は、有機発光ダイオードOLEDと、データ線Dmおよび
走査線Snに接続されて有機発光ダイオードOLEDを制御するための画素回路２を備える。
【０００５】
　有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は、画素回路２に接続されて、カソード電極は
第２電源ELVSSに接続される。このような有機発光ダイオードOLEDは画素回路２から供給
される電流に対応して所定輝度の光を生成する。
【０００６】
　画素回路２は、走査線Snに走査信号が供給されるときデータ線Dmに供給されるデータ信
号に対応して有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を制御する。このために、画素
回路２は、第１電源ELVDDと有機発光ダイオードOLEDの間に接続された第２トランジスタM
2と、第２トランジスタM2、データ線Dmおよび走査線Snの間に接続された第１トランジス
タM1と、第２トランジスタM2のゲート電極と第１電極の間に接続されたストレージキャパ
シタCstを備える。
【０００７】
　第１トランジスタM1のゲート電極は、走査線Snに接続されて、第１電極はデータ線Dmに
接続される。そして、第１トランジスタM1の第２電極はストレージキャパシタCstの一側
端子に接続される。ここで、第１電極はソース電極およびドレイン電極の中でいずれか一
つに設定されて、第２電極は第１電極とは別の電極に設定される。例えば、第１電極がソ
ース電極に設定された場合には、第２電極はドレイン電極に設定される。
【０００８】
　走査線Snおよびデータ線Dmに接続された第１トランジスタM1は、走査線Snから走査信号
が供給される時ターンオンされてデータ線Dmから供給されるデータ信号をストレージキャ
パシタCstに供給する。このとき、ストレージキャパシタCstはデータ信号に対応する電圧
を充電する。
【０００９】
　第２トランジスタM2のゲート電極は、ストレージキャパシタCstの一側端子に接続され
て、第１電極はストレージキャパシタCstの他側端子および第１電源ELVDDに接続される。
そして、第２トランジスタM2の第２電極は有機発光ダイオードOLEDのアノード電極に接続
される。このような第２トランジスタM2は、ストレージキャパシタCstに保存された電圧
値に対応して第１電源ELVDDから有機発光ダイオードOLEDを経由して第２電源ELVSSに流れ
る電流量を制御する。このとき、有機発光ダイオードOLEDは第２トランジスタM2から供給
される電流量に対応される光を生成する。
【００１０】
　しかし、このような従来の有機電界発光表示装置は、有機発光ダイオードOLEDの劣化に
よる效率変化によって所望の輝度の映像を表示することができないという問題点がある。
言い換えれば、時間が経つことによって赤色画素、緑色画素および青色画素それぞれに含
まれる有機発光ダイオードが劣化され、これによって所望の輝度の映像を表示することが
できない。実際に、有機発光ダイオードが劣化すればするほど、低い輝度の光が生成され
る。
【００１１】
【特許文献１】大韓民国公開特許第２００６－００２０５０２号明細書
【特許文献２】大韓民国公開特許第２００６－００７１６７９号明細書
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【特許文献３】大韓民国公開特許第２００６－００５４６０３号明細書
【特許文献４】大韓民国公開特許第２００６－００２９０８８号明細書
【特許文献５】大韓民国公開特許第２００６－０１２１３７９号明細書
【特許文献６】大韓民国公開特許第２００６－００４６３５２号明細書
【特許文献７】大韓民国公開特許第２００５－００４５８１４号明細書
【特許文献８】大韓民国公開特許第２００６－００４８８３４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、有機発光ダイオードの劣化を補償することが可能な、新規かつ改良された画素、有機
電界発光表示装置、および有機電界発光表示装置の駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点によれば、第１電源から印加される電
流に対応して発光する有機発光ダイオードと、走査信号が供給される走査線およびデータ
信号が供給されるデータ線と接続され、上記走査線に印加される走査信号によって上記デ
ータ線に印加されるデータ信号を伝達する第１トランジスタと、上記第１トランジスタか
ら伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するストレージキャパシタと、上記ストレ
ージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を上記有機発光ダイオードに伝達する第
２トランジスタと、上記有機発光ダイオードの劣化の度合いに対応して、上記第２トラン
ジスタが上記有機発光ダイオードに伝達する電流量を調整する補償部とを備える画素が提
供される。
【００１４】
　また、上記補償部は、上記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第３トラン
ジスタと、電圧源と上記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタと、上記
第３トランジスタおよび上記第４トランジスタの共通ノードと、上記第２トランジスタの
ゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタとを備えるとしてもよい。
【００１５】
　また、上記第４トランジスタは、第１制御信号が供給される第１制御線と接続され、上
記第１制御信号が供給されるときにターンオフし、上記第１制御信号が供給されないとき
にターンオンして上記電圧源の電圧を伝達し、上記第３トランジスタは、第２制御信号が
供給される第２制御線と接続され、上記第２制御信号が供給されるときにターンオンして
上記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧を伝達し、上記第２制御信号が
供給されないときにターンオフするとしてもよい。
【００１６】
　また、上記第１制御信号および第２制御信号は、上記走査線に供給される走査信号と重
畳されるように供給され、互いに反対極性の電圧に設定されるとしてもよい。
【００１７】
　また、上記共通ノードには、上記第３トランジスタがターンオンされるとき、上記有機
発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、上記第４トランジスタがタ
ーンオンされるとき、上記電圧源の電圧が伝達されて、上記共通ノードの電圧は上記電圧
源の電圧に上昇するとしてもよい。
【００１８】
　また、上記フィードバックキャパシタは、上記共通ノードの電圧変化量に対応して上記
第２トランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御するとしてもよい。
【００１９】
　また、上記第３トランジスタおよび上記第４トランジスタは、互いに異なる導電型で形
成され、上記第３トランジスタのゲート電極と上記第４トランジスタのゲート電極とは、
第１制御信号が供給される第１制御線と接続されるとしてもよい。
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【００２０】
　また、上記第１制御信号は、上記走査線に供給される走査信号と重畳されるように供給
されるとしてもよい。
【００２１】
　また、上記第３トランジスタは、ＮＭＯＳで形成されて、上記第１トランジスタ、第２
トランジスタおよび第４トランジスタはＰＭＯＳで形成されるとしてもよい。
【００２２】
　また、上記第３トランジスタは、上記第１制御線から上記第１制御信号が供給されると
きターンオンし、上記共通ノードには、上記第３トランジスタがターンオンされるとき、
上記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、上記第４トランジ
スタがターンオンされるとき、上記電圧源の電圧が伝達されて、上記共通ノードの電圧は
上記電圧源の電圧に上昇するとしてもよい。
【００２３】
　また、上記フィードバックキャパシタは、上記共通ノードの電圧変化量に対応して上記
第２トランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御するとしてもよい。
【００２４】
　また、上記第３トランジスタは、上記走査線と接続されて上記走査信号が供給されると
きターンオンし、上記第４トランジスタは、第１制御信号が供給される第１制御線と接続
され、上記第１制御信号が供給される時ターンオフし、上記第１制御信号が供給されない
ときにターンオンするとしてもよい。
【００２５】
　また、上記第１制御信号は、上記走査信号と重畳されるように供給されるとしてもよい
。
【００２６】
　また、上記共通ノードには、上記第３トランジスタがターンオンされるとき、上記有機
発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、上記第４トランジスタがタ
ーンオンされるとき、上記電圧源の電圧が伝達されて、上記共通ノードの電圧は上記電圧
源の電圧に上昇するとしてもよい。
【００２７】
　また、上記フィードバックキャパシタは、上記共通ノードの電圧変化量に対応して上記
第２トランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御するとしてもよい。
【００２８】
　また、上記第３トランジスタおよび上記第４トランジスタは、互いに異なる導電型で形
成され、上記第３トランジスタのゲート電極と上記第４トランジスタのゲート電極とは、
上記走査線と接続されるとしてもよい。
【００２９】
　また、上記第３トランジスタは、上記走査線から走査信号が供給されるときターンオン
し、上記共通ノードには、上記第３トランジスタがターンオンされるとき、上記有機発光
ダイオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、上記第４トランジスタがターン
オンされるとき、上記電圧源の電圧が伝達されて、上記共通ノードの電圧は上記電圧源の
電圧に上昇するとしてもよい。
【００３０】
　また、上記フィードバックキャパシタは、上記共通ノードの電圧変化量に対応して上記
第２トランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御するとしてもよい。
【００３１】
　また、上記電圧源の電圧は、上記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧
より大きく設定されるとしてもよい。
【００３２】
　また、上記電圧源の電圧は、上記第１電源の電圧以下に設定されるとしてもよい。
【００３３】
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　また、上記電圧源は、上記第１電源であるとしてもよい。
【００３４】
　また、上記電圧源の電圧は、上記走査線から供給される走査信号、または、上記走査信
号が供給される前に他の画素へ走査信号を供給するための以前走査線から印加されるター
ンオフ電圧であるとしてもよい。
【００３５】
　また、上記有機発光ダイオードは、赤色有機発光ダイオード、または、緑色有機発光ダ
イオード、または、青色有機発光ダイオードのいずれかであり、上記フィードバックキャ
パシタの容量は、有機発光ダイオードの種類に応じて異なるように設定されるとしてもよ
い。
【００３６】
　また、上記第２トランジスタと上記有機発光ダイオードとの間に接続され、少なくとも
上記走査信号が供給される期間ターンオフされる第５トランジスタをさらに備えるとして
もよい。
【００３７】
　また、上記第５トランジスタは、発光制御信号が供給される発光制御線と接続され、上
記発光制御信号が供給されるときターンオフし、上記発光制御信号が供給されないときタ
ーンオンするとしてもよい。
【００３８】
　また、上記発光制御信号は、上記走査信号より広い幅で上記走査信号と重畳されるよう
に供給されるとしてもよい。
【００３９】
　また、上記共通ノードには、上記第３トランジスタがターンオンされるとき、上記有機
発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、上記第４トランジスタがタ
ーンオンされるとき、上記電圧源の電圧が伝達されて、上記共通ノードの電圧は上記電圧
源の電圧に上昇するとしてもよい。
【００４０】
　また、上記フィードバックキャパシタは、上記共通ノードの電圧変化量に対応して上記
第２トランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御するとしてもよい。
【００４１】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の観点によれば、第１電源から印加さ
れる電流に対応して発光する有機発光ダイオードと、走査信号が供給される走査線および
データ信号が供給されるデータ線と接続され、上記走査線に印加される走査信号によって
上記データ線に印加されるデータ信号を伝達する第１トランジスタと、上記第１トランジ
スタから伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するためのストレージキャパシタと
、上記ストレージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を上記有機発光ダイオード
に伝達する第２トランジスタと、上記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第
３トランジスタと、電圧源と上記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタ
と、上記第３トランジスタおよび上記第４トランジスタの共通ノードと、上記第２トラン
ジスタのゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタとを備える画素が提供
される。
【００４２】
　また、上記共通ノードには、上記第３トランジスタがターンオンされるとき、上記有機
発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、上記第４トランジスタがタ
ーンオンされるとき、上記電圧源の電圧が伝達されて、上記共通ノードの電圧は上記電圧
源の電圧に上昇するとしてもよい。
【００４３】
　また、上記フィードバックキャパシタは、上記共通ノードの電圧変化量に対応して上記
第２トランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御するとしてもよい。
【００４４】
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　また、上記第２トランジスタと有機発光ダイオードとの間に接続されて、少なくとも上
記走査信号が供給される期間ターンオフされる第５トランジスタをさらに備えるとしても
よい。
【００４５】
　また、上記電圧源の電圧は、上記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧
より大きく設定されるとしてもよい。
【００４６】
　また、上記電圧源は、上記第１電源であるとしてもよい。
【００４７】
　また、上記電圧源の電圧は、上記走査線から供給される走査信号、または、上記走査信
号が供給される前に他の画素へ走査信号を供給するための以前走査線から印加される走査
信号が供給されないときの電圧であるとしてもよい。
【００４８】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第３の観点によれば、走査信号が供給され
る走査線およびデータ信号が供給されるデータ線と接続され、少なくとも１以上の画素を
有する画素部と、上記走査線に走査信号を順次に供給する走査駆動部と、上記データ線に
データ信号を供給するデータ駆動部とを備え、上記画素部が有する画素それぞれは、第１
電源から印加される電流に対応して発光する有機発光ダイオードと、上記走査線および上
記データ線と接続され、上記走査線に印加される走査信号によって上記データ線に印加さ
れるデータ信号を伝達する第１トランジスタと、上記第１トランジスタから伝達されるデ
ータ信号に対応する電圧を充電するためのストレージキャパシタと、上記ストレージキャ
パシタに充電された電圧に対応する電流を上記有機発光ダイオードに伝達する第２トラン
ジスタと、上記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第３トランジスタと、電
圧源と上記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタと、上記第３トランジ
スタおよび上記第４トランジスタの共通ノードと、上記第２トランジスタのゲート電極と
の間に接続されるフィードバックキャパシタとを備える有機電界発光表示装置が提供され
る。
【００４９】
　また、上記共通ノードには、上記第３トランジスタがターンオンされるとき、上記有機
発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧が伝達され、上記第４トランジスタがタ
ーンオンされるとき、上記電圧源の電圧が伝達されて、上記共通ノードの電圧は上記電圧
源の電圧に上昇するとしてもよい。
【００５０】
　また、上記フィードバックキャパシタは、上記共通ノードの電圧変化量に対応して上記
第２トランジスタのゲート電極に印加される電圧を制御するとしてもよい。
【００５１】
　また、上記第４トランジスタは、第１制御信号が供給される第１制御線と接続され、上
記第１制御信号が供給されるときにターンオフし、上記第１制御信号が供給されないとき
にターンオンして上記電圧源の電圧を伝達し、上記第３トランジスタは、第２制御信号が
供給される第２制御線と接続され、上記第２制御信号が供給されるときにターンオンして
上記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧を伝達し、上記第２制御信号が
供給されないときにターンオフするとしてもよい。
【００５２】
　また、上記第１制御信号および第２制御信号は、上記走査線に供給される走査信号と重
畳されるように供給され、互いに反対極性の電圧に設定されるとしてもよい。
【００５３】
　また、上記第３トランジスタおよび上記第４トランジスタは、互いに異なる導電型で形
成され、上記第３トランジスタのゲート電極と上記第４トランジスタのゲート電極とは、
第１制御信号が供給される第１制御線と接続されるとしてもよい。
【００５４】
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　また、上記第１制御信号は、上記走査線に供給される走査信号と重畳されるように供給
されるとしてもよい。
【００５５】
　また、上記第３トランジスタは、上記走査線と接続されて上記走査信号が供給されると
きターンオンし、上記第４トランジスタは、第１制御信号が供給される第１制御線と接続
され、上記第１制御信号が供給される時ターンオフし、上記第１制御信号が供給されない
ときにターンオンするとしてもよい。
【００５６】
　また、上記第１制御信号は、上記走査信号と重畳されるように供給されるとしてもよい
。
【００５７】
　また、上記第３トランジスタおよび上記第４トランジスタは、互いに異なる導電型で形
成され、上記第３トランジスタのゲート電極と上記第４トランジスタのゲート電極とは、
上記走査線と接続されるとしてもよい。
【００５８】
　また、上記電圧源は、上記第１電源であるとしてもよい。
【００５９】
　また、上記電圧源の電圧は、上記走査線から供給される走査信号、または、上記走査信
号が供給される前に他の画素へ走査信号を供給するための以前走査線から印加されるター
ンオフ電圧であるとしてもよい。
【００６０】
　また、上記画素部が有する画素は、赤色有機発光ダイオードを含む赤色画素、緑色有機
発光ダイオードを含む緑色画素、および青色有機発光ダイオードを含む青色画素のいずれ
かであり、上記画素それぞれが備える上記フィードバックキャパシタの容量は、上記赤色
画素、緑色画素および青色画素ごとに互いに異なるように設定されるとしてもよい。
【００６１】
　また、上記第２トランジスタと上記有機発光ダイオードとの間に接続され、少なくとも
上記走査信号が供給される期間ターンオフされる第５トランジスタをさらに備えるとして
もよい。
【００６２】
　また、上記第５トランジスタは、発光制御信号が供給される発光制御線と接続され、上
記発光制御信号が供給されるときターンオフし、上記発光制御信号が供給されないときタ
ーンオンするとしてもよい。
【００６３】
　また、上記発光制御信号は、上記走査信号より広い幅で上記走査信号と重畳されるよう
に供給されるとしてもよい。
【００６４】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第４の観点によれば、第１電源から印加さ
れる電流に対応して発光する有機発光ダイオードと、走査信号が供給される走査線および
データ信号が供給されるデータ線と接続され、上記走査線に印加される走査信号によって
上記データ線に印加されるデータ信号を伝達する第１トランジスタと、上記第１トランジ
スタから伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するためのストレージキャパシタと
、上記ストレージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を上記有機発光ダイオード
に伝達する第２トランジスタと、上記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第
３トランジスタと、電圧源と上記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタ
と、上記第３トランジスタおよび上記第４トランジスタの共通ノードと、上記第２トラン
ジスタのゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタとを備える少なくとも
１以上の画素を有する有機電界発光表示装置の駆動方法であって、上記走査信号が供給さ
れるとき上記ストレージキャパシタにデータ信号に対応する電圧を充電するステップと、
上記ストレージキャパシタにデータ信号に対応する電圧を充電する期間において、上記フ
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ィードバックキャパシタの上記共通ノード側の端子の電圧を、上記有機発光ダイオードの
アノード電極に印加される電圧に維持するステップと、上記走査信号の供給が中断される
と、上記フィードバックキャパシタの上記共通ノード側の端子の電圧を、上記電圧源の電
圧に上昇させるステップとを有する有機電界発光表示装置の駆動方法が提供される。
【００６５】
　また、上記第２トランジスタは、ゲート電極に印加される電圧に対応して上記第１電源
から印加される電流の量を制御するとしてもよい。
【００６６】
　また、上記電圧源の電圧は、上記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧
より高い電圧値に設定されるとしてもよい。
【００６７】
　また、上記電圧源の電圧は、上記第１電源以下の電圧値に設定されるとしてもよい。
【００６８】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第５の観点によれば、第１電源から印加さ
れる電流に対応して発光する有機発光ダイオードと、走査信号が供給される走査線および
データ信号が供給されるデータ線と接続され、上記走査線に印加される走査信号によって
上記データ線に印加されるデータ信号を伝達する第１トランジスタと、上記第１トランジ
スタから伝達されるデータ信号に対応する電圧を充電するためのストレージキャパシタと
、上記ストレージキャパシタに充電された電圧に対応する電流を上記有機発光ダイオード
に伝達する第２トランジスタと、上記有機発光ダイオードのアノード電極と接続される第
３トランジスタと、電圧源と上記第３トランジスタとの間に接続される第４トランジスタ
と、上記第３トランジスタおよび上記第４トランジスタの共通ノードと、上記第２トラン
ジスタのゲート電極との間に接続されるフィードバックキャパシタとを備える少なくとも
１以上の画素を有する有機電界発光表示装置の駆動方法であって、上記走査信号が供給さ
れるとき上記ストレージキャパシタにデータ信号に対応する電圧を充電するステップと、
上記ストレージキャパシタにデータ信号に対応する電圧を充電する期間において、上記フ
ィードバックキャパシタの上記共通ノード側の端子の電圧を、上記有機発光ダイオードの
アノード電極に印加される電圧に維持するステップと、少なくとも上記走査信号が供給さ
れる期間、上記第２トランジスタと上記有機発光ダイオードを電気的に遮断するステップ
と、上記走査信号の供給が中断されると、上記フィードバックキャパシタの上記共通ノー
ド側の端子の電圧を、上記電圧源の電圧に上昇させるステップとを有する有機電界発光表
示装置の駆動方法が提供される。
【００６９】
　また、上記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧は、上記有機発光ダイ
オードの閾値電圧であるとしてもよい。
【００７０】
　また、上記第２トランジスタは、ゲート電極に印加される電圧に対応して上記第１電源
から印加される電流の量を制御するとしてもよい。
【００７１】
　また、上記電圧源の電圧は、上記有機発光ダイオードのアノード電極に印加される電圧
より高い電圧値に設定されるとしてもよい。
【００７２】
　また、上記電圧源の電圧は、上記第１電源以下の電圧値に設定されるとしてもよい。
【発明の効果】
【００７３】
　本発明によれば、有機発光ダイオードの劣化を補償することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
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は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００７５】
（第１の実施形態）
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す説明図である。図
２を参照すると、本発明の第１の実施形態に係る有機電界発光表示装置は、走査線S1～Sn
（ここで、nは、２以上の整数を指す。以下同様。）、第１制御線CL11～CL1n、第２制御
線CL21～C2nおよびデータ線D1～Dm（ここで、mは、２以上の整数を指す。以下同様。）と
接続される画素１４０を含む画素部１３０と、走査線S1～Sn、第１制御線CL11～CL1nおよ
び第２制御線CL21～C2nを駆動するための走査駆動部１１０と、データ線D1～Dmを駆動す
るためのデータ駆動部１２０と、走査駆動部１１０およびデータ駆動部１２０を制御する
ためのタイミング制御部１５０を備える。
【００７６】
　走査駆動部１１０は、タイミング制御部１５０から走査駆動制御信号SCSの供給を受け
る。走査駆動制御信号SCSの供給を受けた走査駆動部１１０は走査信号を生成し、生成さ
れた走査信号を走査線S1～Snに順次に供給する。また、走査駆動部１１０は走査駆動制御
信号SCSに応答して第１制御信号および第２制御信号を生成し、生成された第１制御信号
を第１制御線CL11～CL1nに順次に供給すると共に第２制御信号を第２制御線CL21～CL2nに
順次に供給する。
【００７７】
　ここで、第１制御信号および第２制御信号は、走査信号の幅より広い幅に設定される。
実際に、i（iは自然数）番目第１制御線CL1i、および第２制御線CL2iに供給される第１制
御信号および第２制御信号は、i番目走査線Siに供給される走査信号と重畳されるように
その幅が設定される。そして、第１制御信号および第２制御信号は、同一幅に設定されて
、極性が互いに反対に設定される。
【００７８】
　データ駆動部１２０は、タイミング制御部１５０からデータ駆動制御信号DCSの供給を
受ける。データ駆動制御信号DCSの供給を受けたデータ駆動部１２０は、データ信号を生
成し、生成したデータ信号が走査信号と同期されるようにデータ線D1～Dmに供給する。
【００７９】
　タイミング制御部１５０は、外部から供給される同期信号に対応してデータ駆動制御信
号DCS、および走査駆動制御信号SCSを生成する。タイミング制御部１５０で生成されたデ
ータ駆動制御信号DCSはデータ駆動部１２０に供給され、また、走査駆動制御信号SCSは走
査駆動部１１０に供給される。そして、タイミング制御部１５０は外部から供給されるデ
ータをデータ駆動部１２０に供給する。
【００８０】
　画素部１３０は、外部から第１電源ELVDDおよび第２電源ELVSSの供給を受けてそれぞれ
の画素１４０に供給する。画素１４０それぞれは有機発光ダイオードを備え、第１電源EL
VDDおよび第２電源ELVSSの供給を受けた画素１４０それぞれは、データ信号に対応する光
を生成する。画素１４０それぞれには補償部(図示せず)が設置されて有機発光ダイオード
の劣化を補償する。
【００８１】
　図３は、本発明の第１の実施形態に係る画素を示す説明図である。図３では説明の便宜
上、第n走査線Snおよび第mデータ線Dmと接続された画素を図示する。図３を参照すると、
本発明の第１の実施形態に係る画素１４０は有機発光ダイオードOLEDと、走査線Snおよび
データ線Dmと接続される第１トランジスタM1と、ストレージキャパシタCstに充電された
電圧に対応して有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を制御するための第２トラン
ジスタM2と、有機発光ダイオードOLEDの劣化を補償するための補償部１４２を備える。
【００８２】
　有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は第２トランジスタM2に接続されて、カソード
電極は第２電源ELVSSに接続される。このような有機発光ダイオードOLEDは第２トランジ
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スタM2から供給される電流に対応して所定輝度の光を生成する。
【００８３】
　第１トランジスタM1のゲート電極は走査線Snに接続されて、第１電極はデータ線Dmに接
続される。そして、第１トランジスタM1の第２電極は第２トランジスタM2(駆動トランジ
スタ)のゲート電極に接続される。このような第１トランジスタM1は、走査線Snに走査信
号が供給されるときデータ線Dmに供給されるデータ信号を第２トランジスタM2のゲート電
極に供給する。
【００８４】
　第２トランジスタM2のゲート電極は、第１トランジスタM1の第２電極に接続されて、第
１電極は第１電源ELVDDに接続される。そして、第２トランジスタM2の第２電極は有機発
光ダイオードOLEDのアノード電極に接続される。このような第２トランジスタM2はゲート
電極に印加される電圧に対応して第１電源ELVDDから有機発光ダイオードOLEDを経由して
第２電源ELVSSに流れる電流量を制御する。このために、第１電源ELVDDの電圧値は、第２
電源ELVSSの電圧値より高く設定される。
【００８５】
　ストレージキャパシタCstの一側端子は、第２トランジスタM2のゲート電極に接続され
て、他側端子は第１電源ELVDDに接続される。このようなストレージキャパシタCstは第１
トランジスタM1がターンオンされたときデータ信号に対応する電圧を充電する。
【００８６】
　補償部１４２は、有機発光ダイオードOLEDの劣化に対応して第２トランジスタM2のゲー
ト電極の電圧を制御する。言い換えれば、補償部１４２は有機発光ダイオードOLEDを劣化
が補償されるように第２トランジスタM2のゲート電極の電圧を調節する。このために、補
償部１４２は電圧源Vsus、第１制御線CL1nおよび第２制御線CL2nと接続される。電圧源Vs
usの電圧値は有機発光ダイオードOLEDの劣化が補償されるように多様に設定されうる。例
えば、電圧源Vsusの電圧値は有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledより高く設定される。
【００８７】
　ここで、有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledは有機発光ダイオードOLEDのアノード電
極に示される電圧であり、有機発光ダイオードOLEDの劣化に対応して電圧値が変化する。
そして、電圧源Vsusの電圧値は画素１４０に十分な輝度の光が生成されるように第１電源
ELVDD以下に設定される。
【００８８】
[補償部１４２の第１の例]
　図４は、図３に示された補償部１４２の第１の例を示す回路図である。図４を参照する
と、補償部１４２は、電圧源Vsusと有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に位置す
る第３トランジスタM3および第４トランジスタM4と、第３トランジスタM3および第４トラ
ンジスタM4の共通ノードである第１ノードN1と第２トランジスタM2のゲート電極の間に位
置するフィードバックキャパシタCfbを備える。
【００８９】
　第３トランジスタM3は、第１ノードN1と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置し、第２制御線CL2nから供給される第２制御信号によって制御される。
【００９０】
　第４トランジスタM4は、第１ノードN1と電圧源Vsusの間に位置し、第１制御線CL1nから
供給される第１制御信号によって制御される。
【００９１】
　フィードバックキャパシタCfbは、第１ノードN1の電圧変化量を第２トランジスタM2の
ゲート電極に伝達する。
【００９２】
　図５は、図４に示された画素の駆動方法を説明するための波形図である。図４および図
５を参照して動作過程を詳しく説明すると、まず、走査線Snに走査信号が供給される（走
査信号がロー電圧となる。）前に第１制御線CL1nで第１制御信号（ハイ電圧）が供給され
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て、第２制御線CL2nに第２制御信号（ロー電圧）が供給される。
【００９３】
　第１制御信号が供給されると第４トランジスタM4がターンオフされ、また、第２制御信
号が供給されると第３トランジスタM3がターンオンされる。この場合、第１ノードN1には
有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledが供給される。
【００９４】
　次に、走査線Snに走査信号が供給されると、第１トランジスタM1がターンオンされる。
第１トランジスタM1がターンオンされるとデータ線Dmに供給されるデータ信号に対応する
電圧がストレージキャパシタCstに充電される。ストレージキャパシタCstにデータ信号に
対応する電圧が充電された後、走査信号の供給が中断されて（走査信号がハイ電圧となっ
て）第１トランジスタM1がターンオフされる。
【００９５】
　第１トランジスタM1がターンオフされた後、第１制御信号および第２制御信号の供給が
中断される。第１制御信号および第２制御信号の供給が中断されると、第４トランジスタ
M4がターンオンされて、第３トランジスタM3がターンオフされる。第４トランジスタM4が
ターンオンされると第１ノードN1の電圧値が電圧源Vsusの電圧に上昇する。この場合、第
１ノードN1の電圧上昇に対応して第２トランジスタM2のゲート電極の電圧も上昇する。実
際に、第２トランジスタM2のゲート電極の電圧上昇幅は数式１によって決定される。
【００９６】
　ΔVM2_gate=ΔVN1×(Cfb/(Cst+Cfb))　 ・・・（数式１）
【００９７】
　数式１において、ΔVM2_gateは第２トランジスタM2ゲート電極の電圧変化量を意味し、
 ΔVN1は第１ノードN1の電圧変化量を意味する。
【００９８】
　数式１を参照すると、第２ノードN2の電圧変化量は第１ノードN1の電圧変化量に対応し
て変化される。すなわち、第１制御信号および第２制御信号の供給が中断されて第１ノー
ドN1の電圧が上昇するとき、第２トランジスタM2のゲート電極の電圧も上昇される。そし
て、第２トランジスタM2は、ゲート電極に印加された電圧に対応する電流を第１電源ELVD
Dから有機発光ダイオードOLEDを経由して第２電源ELVSSに供給する。したがって、有機発
光ダイオードOLEDでは電流に対応する所定の光が生成される。
【００９９】
　一方、有機発光ダイオードOLEDは時間が経つにつれて劣化する。ここで、有機発光ダイ
オードOLEDが劣化するほど有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledは上昇する。有機発光ダ
イオードOLEDの電圧Voledが上昇すると第１ノードN1の電圧上昇幅が低くなる。言い換え
れば、有機発光ダイオードOLEDが劣化するほど第１ノードN1に供給される有機発光ダイオ
ードOLEDの電圧Voledが上昇し、これによって第１ノードN1の電圧上昇幅は、有機発光ダ
イオードが劣化していない場合より低く設定される。
【０１００】
　第１ノードN1の電圧上昇幅が低く設定されると、数式１に示すように第２トランジスタ
M2ゲート電極の電圧上昇幅が低くなる。すると、同一のデータ信号に対応して第２トラン
ジスタM2から供給される電流量が増加する。すなわち、本発明に係る補償部１４２の第１
の例では、有機発光ダイオードOLEDが劣化するほど第２トランジスタM2に供給される電流
量が増加し、これによって有機発光ダイオードOLEDの劣化による輝度低下を補償すること
ができる。
【０１０１】
　また、本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置は、RGB（Red　Black　Blue）を
表現するために、赤色有機発光ダイオードOLED(R)を備える画素（赤色画素）、緑色有機
発光ダイオードOLED(G)を備える画素（緑色画素）、青色有機発光ダイオードOLED(B)を備
える画素（青色画素）を備えることができる。ここで、赤色画素に含まれる赤色有機発光
ダイオードOLED(R)、緑色画素に含まれる緑色有機発光ダイオードOLED(G)、および青色画
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素に含まれる青色有機発光ダイオードOLED(B)は互いに異なる材料で形成され、これによ
って互いに異なる寿命特性を持つ。実際に、赤色有機発光ダイオードOLED(R)、緑色有機
発光ダイオードOLED(G)、および青色有機発光ダイオードOLED(B)は数式２のような寿命特
性を持つ。
【０１０２】
　OLED(B)＜OLED(R)＜OLED(G)　 ・・・（数式２）
【０１０３】
　数式２を参照すると、緑色有機発光ダイオードOLED(G)の寿命特性が最もよく、青色有
機発光ダイオードOLED(B)の寿命特性が最も悪いことが分かる。本発明の実施形態に係る
有機電界発光表示装置では、数式２に示すような寿命特性の差異を補償するために赤色画
素、緑色画素、および青色画素のそれぞれの補償部１４２において、フィードバックキャ
パシタCfbの容量を互いに異なるように設定することができる。
【０１０４】
　本発明の実施形態に係る補償部１４２では、例えば、寿命特性の低い有機発光ダイオー
ドを備える画素ほどフィードバックキャパシタCfbの容量を大きく設定することができる
。上記の場合、青色画素に含まれるフィードバックキャパシタCfbの容量が最も大きく設
定され、緑色画素に含まれるフィードバックキャパシタCfbの容量が最も低く設定される
。なお、赤色画素、緑色画素、および青色画素それぞれに含まれるフィードバックキャパ
シタCfbの容量が上記に限定されるのではないことは、言うまでもない。例えば、フィー
ドバックキャパシタCfbの容量は、赤色画素、緑色画素、および青色画素にそれぞれ使わ
れる有機発光ダイオードOLEDの材料特性に対応して劣化が最もよく補償されうるように実
験的に決定するこができる。
【０１０５】
[補償部１４２の第２の例]
　図６は、図３に示された補償部１４２の第２の例を示す回路図である。以下、図６につ
いて説明するが、図４と同一の構成に対しては詳細な説明を省略する。
【０１０６】
　図６を参照すると、本発明の実施形態に係る補償部１４２の第２の例は、電圧源Vsusと
有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に位置する第３トランジスタM3および第４ト
ランジスタM4と、第１ノードN1と第２トランジスタM2のゲート電極の間に位置するフィー
ドバックキャパシタCfbを備える。
【０１０７】
　第３トランジスタM3は、第１ノードN1と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置し、第１制御線CL1nから供給される第１制御信号によって制御される。ここで、第３
トランジスタM3はＮＭＯＳトランジスタに設定される。すなわち、第３トランジスタM3は
画素１４０に含まれるトランジスタM1、M2、M4と違う導電型に設定される（すなわち、ト
ランジスタM1、M2、M4は、ＰＭＯＳトランジスタである。）。したがって、第３トランジ
スタM3は、第１制御線CL1nから第１制御信号が供給されるときにターンオンされ、第１制
御信号が供給されないとき（ロー電圧のとき）ターンオフされる。
【０１０８】
　第４トランジスタM4は、第１ノードN1と電圧源Vsusの間に位置し、第１制御線CL1nから
供給される第１制御信号によって制御される。ここで、第４トランジスタM4は第１制御信
号が供給されるときターンオフされ、第１制御信号が供給されないときターンオンされる
。
【０１０９】
　上記のような本発明の実施形態に係る補償部１４２の第２の例は、図４に示す補償部１
４２の第１の例と比較すると、第３トランジスタM3がＮＭＯＳで形成され、これによって
第２制御線CL2nをとり除くことができる。言い換えれば、本発明の実施形態に係る補償部
１４２の第２の例は、第１制御線CL1nに供給される第１制御信号によって駆動される。
【０１１０】
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　本発明の実施形態に係る補償部１４２の第２の例における動作過程を図５、図６を参照
して説明すると、まず、走査線Snに走査信号が供給される前に第１制御線CL1nに第１制御
信号が供給される。第１制御信号が供給されると、第４トランジスタM4がターンオフされ
て、第３トランジスタM3がターンオンされる。第３トランジスタM3がターンオンされると
第１ノードN1に有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledが供給される。
【０１１１】
　次に、走査線Snに走査信号が供給されて第１トランジスタM1がターンオンされる。第１
トランジスタM1がターンオンされると、データ線Dmに供給されるデータ信号に対応される
電圧がストレージキャパシタCstに充電される。データ信号に対応される電圧がストレー
ジキャパシタCstに充電された後、走査信号の供給が中断されると第１トランジスタM1が
ターンオフされる。
【０１１２】
　第１トランジスタM1がターンオフされた後、第１制御線CL1nで第１制御信号の供給が中
断される。第１制御信号の供給が中断されると、第４トランジスタM4がターンオンされ、
第３トランジスタM3がターンオフされる。第４トランジスタM4がターンオンされると、第
１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に上昇し、これによって第２トランジスタM2のゲー
ト電極の電圧も上昇される。この場合、第２トランジスタM2のゲート電極電圧上昇幅は、
上述した補償部１４２の第１の例と同様に、有機発光ダイオードOLEDの劣化の度合いに対
応して決定されるので、有機発光ダイオードOLEDの劣化を補償することができる。
【０１１３】
[補償部１４２の第３の例]
　図７は、図３に示された補償部１４２の第３の例を示す回路図である。以下、図７につ
いて説明するが、図４と同一の構成に対しては詳細な説明を省略する。
【０１１４】
　図７を参照すると、本発明の実施形態に係る補償部１４２の第３の例は、電圧源Vsusと
有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に位置される第３トランジスタM3、および第
４トランジスタM4と、第１ノードN1と第２トランジスタM2のゲート電極の間に位置される
フィードバックキャパシタCfbを備える。
【０１１５】
　第３トランジスタM3は、第１ノードN1と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置し、走査線Snから供給される走査信号によって制御される。
【０１１６】
　第４トランジスタM4は、第１ノードN1と電圧源Vsusの間に位置し、第１制御線CL1nから
供給される第１制御信号によって制御される。
【０１１７】
　上記のような、本発明の実施形態に係る補償部１４２の第３の例は、図４に示す補償部
１４２の第１の例と比較すると、第２制御線CL2nをとり除くことができる。言い換えれば
、第３トランジスタM3が走査線Snと接続され、これによって第２制御線CL2nをとり除くこ
とができる。
【０１１８】
　本発明の実施形態に係る補償部１４２の第３の例における動作過程を図５、図７を参照
して説明すると、まず、走査線Snに走査信号が供給される前に第１制御線CL1nに第１制御
信号(ハイ信号)が供給される。第１制御信号が供給されると、第４トランジスタM4がター
ンオフされる。
【０１１９】
　次に、走査線Snに走査信号が供給されて第１トランジスタM1、および第３トランジスタ
M3がターンオンされる。第１トランジスタM1がターンオンされると、データ線Dmに供給さ
れるデータ信号に対応される電圧がストレージキャパシタCstに充電される。また、第３
トランジスタM3がターンオンされると、第１ノードN1に有機発光ダイオードOLEDの電圧Vo
ledが供給される。ストレージキャパシタCstにデータ信号に対応される電圧が充電される
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と同時に第１ノードN1で有機発光ダイオードOLEDの電圧が供給され、その後走査信号の供
給が中断されると、第1トランジスタM1および第３トランジスタM3はターンオフされる。
【０１２０】
　第１トランジスタM1および第３トランジスタM3がターンオフされた後、第１制御線CL1n
から印加される第１制御信号の供給が中断される。第１制御信号の供給が中断されると、
第４トランジスタM4がターンオンされて第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に上昇す
る。第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に上昇すると、数式１に示すように、第２ト
ランジスタM2のゲート電極の電圧も上昇される。ここで、第２トランジスタM2のゲート電
極電圧上昇幅は、上述した補償部１４２の第１の例と同様に、有機発光ダイオードOLEDの
劣化の度合いに対応して決定されるので、有機発光ダイオードOLEDの劣化を補償すること
ができる。
【０１２１】
[補償部１４２の第４の例]
　図８は、図３に示された補償部１４２の第４の例を示す回路図である。以下、図８につ
いて説明するが、図４と同一の構成に対しては詳細な説明を省略する。
【０１２２】
　図８を参照すると、本発明の実施形態に係る補償部１４２の第４の例は、電圧源Vsusと
有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に位置する第３トランジスタM3および第４ト
ランジスタM4と、第１ノードN1と第２トランジスタM2のゲート電極の間に位置するフィー
ドバックキャパシタCfbを備える。
【０１２３】
　第３トランジスタM3は、第１ノードN1と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置し、走査線Snから供給される走査信号によって制御される。ここで、第３トランジス
タM4は、ＰＭＯＳで形成される。したがって、第３トランジスタM3は、走査線Snに走査信
号が供給されるとき（走査信号がローのとき）ターンオンされ、走査信号が供給されない
とき（走査信号がハイのとき）ターンオフされる。
【０１２４】
　第４トランジスタM4は、第１ノードN1と電圧源Vsusの間に位置し、走査線Snから供給さ
れる走査信号によって制御される。ここで、第４トランジスタM4は、ＮＭＯＳで形成され
る。したがって、第４トランジスタM4は、走査線Snに走査信号が供給されるとき（走査信
号がローのとき）ターンオフされ、走査信号が供給されないとき（走査信号がハイのとき
）ターンオンされる。
【０１２５】
　上記のような本発明の実施形態に係る補償部１４２の第４の例は、図４に示す補償部１
４２の第１の例と比較すると、第１制御線CL1nおよび第２制御線CL2nをとり除くことがで
きる。言い換えれば、第３トランジスタM3および第４トランジスタM4が走査線Snと接続さ
れて、これによって第１制御線CL1nおよび第２制御線CL2nをとり除くことができる。
【０１２６】
　本発明の実施形態に係る補償部１４２の第４の例における動作過程を図５、図８を参照
して説明すると、まず、走査線Snに走査信号が供給されると、第１トランジスタM1および
第３トランジスタM3がターンオンされる。そして、走査線Snに供給される走査信号によっ
て第４トランジスタM4がターンオフされる。
【０１２７】
　第１トランジスタM1がターンオンされると、データ線Dmに供給されるデータ信号に対応
される電圧がストレージキャパシタCstに充電される。また、第３トランジスタM3がター
ンオンされると、第１ノードN1に有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledが供給される。ス
トレージキャパシタCstにデータ信号に対応する電圧が充電されると同時に第1ノードN1に
有機発光ダイオードOLEDの電圧が供給され、その後走査信号の供給が中断されると、第１
トランジスタM1および第３トランジスタM3がターンオフされる。
【０１２８】
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　走査線Snに走査信号の供給が中断されると、第４トランジスタM4がターンオンされる。
第４トランジスタM4がターンオンされると、第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に上
昇する。
【０１２９】
　第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に上昇すれば、数式１に示すように、第２トラ
ンジスタM2のゲート電極電圧も上昇される。ここで、第２トランジスタM2のゲート電極電
圧上昇幅は、上述した補償部１４２の第１の例と同様に、有機発光ダイオードOLEDの劣化
の度合いに対応して決定されるので、有機発光ダイオードOLEDの劣化を補償することがで
きる。
【０１３０】
　以上に説明した本発明の実施形態に係る補償部１４２の第１～４の例では、第４トラン
ジスタM4が電圧源Vsusに接続される構成について示したが、本発明の実施形態が上記に限
定されるのではない。例えば、本発明の実施形態に係る補償部１４２の第４トランジスタ
M4は、多様な電圧源に接続されてもよい。
【０１３１】
[補償部１４２の第５の例]
　図９は、図３に示された補償部１４２の第５の例を示す回路図である。以下、図９につ
いて説明するが、図４と同一の構成に対しては詳細な説明を省略する。
【０１３２】
　図９を参照すると、本発明の実施形態に係る補償部１４２の第５の例において、第４ト
ランジスタM4は、第1電源ELVDDに接続される。第４トランジスタM4が第１電源ELVDDに接
続されると、第１ノードN1の電圧は有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledから第１電源ELV
DDの電圧に上昇させることができる。このとき、第２トランジスタM2のゲート電極電圧は
数式1に示すように上昇される。したがって、第４トランジスタM4が第１電源ELVDDに接続
される場合であっても、上述した補償部１４２の第１の例と同様に、有機発光ダイオード
OLEDの劣化を補償することができるので、本発明の目的を達成し、安定的に效果を奏する
ことができる。
【０１３３】
　なお、図９では、図４に示された第１の例に係る補償部１４２の構造を利用して説明し
たが、本発明の実施形態は上記に限定されるのではない。例えば、本発明の実施形態に係
る補償部１４２は、図５～図８の画素においても第４トランジスタM4を第１電源ELVDDに
接続させることができる。
【０１３４】
[補償部１４２の第６、７の例]
　図１０は、図３に示された補償部１４２の第６の例を示す回路図である。また、図１１
は、図３に示された補償部１４２の第７の例を示す回路図である。以下、図１０、図１１
について説明するが、図４と同一の構成に対しては詳細な説明を省略する。
【０１３５】
　図１０を参照すると、本発明の実施形態に係る補償部１４２の第６の例において、第４
トランジスタM4は走査線Snに接続される。ここで、図５に示すように第４トランジスタM4
がターンオンされるとき、走査線Snにターンオフにあたる電圧が供給される。したがって
、第１ノードN1の電圧は、有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledから走査線Snに供給され
るターンオフ電圧まで上昇する。したがって、第４トランジスタM4が走査線Snに接続され
る場合であっても、上述した補償部１４２の第１の例と同様に、有機発光ダイオードOLED
の劣化を安定的に補償することができる。また、本発明の実施形態に係る補償部１４２は
、第４トランジスタM4を図１１に示すように走査線Sn-1（以前走査線）と接続させること
も可能である（第７の例）。図１１に示す場合であっても、上述した補償部１４２の第１
の例と同様に、有機発光ダイオードOLEDの劣化を安定的に補償することができる。
【０１３６】
　なお、図１０および図１１では、図４に示された第１の例に係る補償部１４２の構造を
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利用して説明したが、本発明の実施形態は上記に限定されるのではない。例えば、本発明
の実施形態に係る補償部１４２は、図５～図８の画素においても第４トランジスタM4を走
査線Snに接続させることができる。
【０１３７】
（第２の実施形態）
　図１２は、本発明の第２の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す説明図である。
図１２を参照すると、本発明の第２の実施形態に係る有機電界発光表示装置は、走査線S1
～Sn、第１制御線CL11～CL1n、第２制御線CL21～C2n、発光制御線E1～Enおよびデータ線D
1～Dmと接続される画素２４０を含む画素部２３０と、走査線S1～Sn、第１制御線CL11～C
L1n、第２制御線CL21～C2nおよび発光制御線E1～Enを駆動するための走査駆動部２１０と
、データ線D1～Dmを駆動するためのデータ駆動部２２０と、走査駆動部２１０およびデー
タ駆動部２２０を制御するためのタイミング制御部２５０を備える。
【０１３８】
　走査駆動部２１０は、タイミング制御部２５０から走査駆動制御信号SCSの供給を受け
る。走査駆動制御信号SCSの供給を受けた走査駆動部２１０は走査信号を生成して、生成
した走査信号を走査線S1～Snへ順次に供給する。また、走査駆動部２１０は、走査駆動制
御信号SCSに応答して第１制御信号および第２制御信号を生成して、生成した第１制御信
号を順次に第１制御線CL11～CL1nに供給すると共に、第２制御信号を順次に第２制御線CL
21～CL2nに供給する。そして、走査駆動部２１０は発光制御信号を生成し、生成した発光
制御信号を発光制御線E1～Enへ順次に供給する。
【０１３９】
　ここで、発光制御信号は走査信号の幅より広い幅に設定される。実際に、i(iは自然数)
番目発光制御線Eiに供給される発光制御信号は、i番目走査線Siに供給される走査信号と
重畳されるように供給される。そして、i番目第１制御線CL1iに供給される第１制御信号
は発光制御信号の幅より広い幅に設定され、i番目発光制御線Eiに供給される発光制御信
号と重畳されるように供給される。また、i番目第２制御線CL2iに供給される第２制御信
号は、発光制御信号の幅と同一の幅で第１制御信号と同時に供給され、互いに反対極性に
設定される。
【０１４０】
　データ駆動部２２０は、タイミング制御部２５０からデータ駆動制御信号DCSの供給を
受ける。データ駆動制御信号DCSの供給を受けたデータ駆動部２２０は、データ信号を生
成して、生成されたデータ信号を走査信号と同期するようにデータ線D1～Dmへ供給する。
【０１４１】
　タイミング制御部２５０は、外部から供給される同期信号に対応してデータ駆動制御信
号DCSおよび走査駆動制御信号SCSを生成する。タイミング制御部２５０で生成されたデー
タ駆動制御信号DCSはデータ駆動部２２０に供給され、走査駆動制御信号SCSは走査駆動部
２１０へ供給される。そして、タイミング制御部２５０は外部から供給されるデータをデ
ータ駆動部２２０に供給する。
【０１４２】
　画素部２３０は、外部から第１電源ELVDDおよび第２電源ELVSSの供給を受けてそれぞれ
の画素２４０へ供給する。第１電源ELVDDおよび第２電源ELVSSの供給を受けた画素２４０
それぞれは、データ信号に対応する光を生成する。画素２４０それぞれには補償部(図示
せず)が設置されて有機発光ダイオードの劣化を補償する。
【０１４３】
　図１３は、本発明の第２の実施形態に係る画素を示す説明図である。図１３では説明の
便宜上、第n走査線Snおよび第mデータ線Dmと接続された画素を示している。
【０１４４】
　図１３を参照すると、本発明の第２の実施形態に係る画素２４０は、有機発光ダイオー
ドOLEDと、走査線Snおよびデータ線Dmと接続される第１トランジスタM1と、ストレージキ
ャパシタCstに充電された電圧に対応して有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を
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制御するための第２トランジスタM2と、有機発光ダイオードOLEDと第２トランジスタM2の
間に位置する第５トランジスタM5と、有機発光ダイオードOLEDの劣化を補償するための補
償部２４２を備える。
【０１４５】
　有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は、第５トランジスタM5に接続されて、カソー
ド電極は第２電源ELVSSに接続される。上記のような有機発光ダイオードOLEDは、第２ト
ランジスタM2から第５トランジスタM5を経由して供給される電流に対応して所定輝度の光
を生成する。
【０１４６】
　第１トランジスタM1のゲート電極は、走査線Snに接続されて、第１電極はデータ線Dmに
接続される。そして、第１トランジスタM1の第2電極は、第２トランジスタM2（駆動トラ
ンジスタ）のゲート電極に接続される。上記のような第１トランジスタM1は、走査線Snに
走査信号が供給されるときデータ線Dmに供給されるデータ信号を第２トランジスタM2のゲ
ート電極に供給する。
【０１４７】
　第２トランジスタM2のゲート電極は、第１トランジスタM1の第２電極に接続され、第１
電極は第１電源ELVDDに接続される。そして、第２トランジスタM2の第２電極は第５トラ
ンジスタM5の第１電極に接続される。上記のような第２トランジスタM2は、ゲート電極に
印加される電圧に対応して第１電源ELVDDから有機発光ダイオードOLEDを経由して第２電
源ELVSSに流れる電流量を制御する。このために、第１電源ELVDDの電圧値は第２電源ELVS
Sの電圧値より高く設定される。
【０１４８】
　第５トランジスタM5のゲート電極は、発光制御線Enに接続されて、第１電極は第２トラ
ンジスタM2の第２電極に接続される。そして、第５トランジスタM5の第２電極は有機発光
ダイオードOLEDのアノード電極に接続される。上記のような第５トランジスタM5は、発光
制御信号が供給されるときターンオフされ、発光制御信号が供給されない場合にターンオ
ンされる。
【０１４９】
　ストレージキャパシタCstの一側端子は、第２トランジスタM2のゲート電極に接続され
、他側端子は第１電源ELVDDに接続される。上記のようなストレージキャパシタCstは、第
１トランジスタM1がターンオンされたときデータ信号に対応する電圧を充電する。
【０１５０】
　補償部２４２は、有機発光ダイオードOLEDの劣化の度合いに対応して第２トランジスタ
M2のゲート電極の電圧を制御する。言い換えれば、補償部２４２は、有機発光ダイオード
OLEDを劣化が補償されるように第２トランジスタM2のゲート電極の電圧を調節する。この
ために、補償部２４２は、電圧源Vsus、第１制御線CL1nおよび第２制御線CL2nと接続され
る。電圧源Vsusの電圧値は、有機発光ダイオードOLEDの劣化が補償されるように多様に設
定されることができる。
【０１５１】
　例えば、電圧源Vsusの電圧値は、有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledより高く設定さ
れる。ここで、有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledは有機発光ダイオードOLEDのアノー
ド電極に示される電圧であり、有機発光ダイオードOLEDの劣化の度合いに対応して電圧値
が変化する。そして、電圧源Vsusの電圧値は、画素２４０に十分な輝度の光が生成される
ように第１電源ELVDD以下に設定することができる。
【０１５２】
［補償部２４２の第１の例］
　図１４は、図１３に示された補償部２４２の第１の例を示す回路図である。図１４を参
照すると、補償部２４２は、電圧源Vsusと有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置する第３トランジスタM3および第４トランジスタM4と、第３トランジスタM3および第
４トランジスタM4の共通ノードである第１ノードN1と第２トランジスタM2のゲート電極の
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間に位置するフィードバックキャパシタCfbを備える。
【０１５３】
　第３トランジスタM3は、第１ノードN1と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置し、第２制御線CL2nから供給される第２制御信号によって制御される。
【０１５４】
　第４トランジスタM4は、第１ノードN1と電圧源Vsusの間に位置し、第１制御線CL1nから
供給される第１制御信号によって制御される。
【０１５５】
　フィードバックキャパシタCfbは、第１ノードN1の電圧変化量を第２トランジスタM2の
ゲート電極に伝達する。
【０１５６】
　図１５は、図１４に示された画素の駆動方法を説明するための波形図である。図１４お
よび図１５を参照して動作過程を詳しく説明すると、まず、第１走査線CL1nで第１制御信
号（ハイ電圧）が供給されて第４トランジスタM4がターンオフされる。第４トランジスタ
M4がターンオフされると、第１ノードN1と電圧源Vsusが電気的に遮断される。
【０１５７】
　第４トランジスタM4がターンオフされた後、第２走査線CL2nに第２制御信号（ロー電圧
）が供給されると同時に発光制御線Enに発光制御信号（ハイ電圧）が供給される。発光制
御信号が供給されると、第５トランジスタM5がターンオフされる。第２制御信号が供給さ
れると、第３トランジスタM3がターンオンされて第１ノードN1に有機発光ダイオードOLED
の電圧Voledが供給される。ここで、第３トランジスタM3がターンオフされるので、有機
発光ダイオードOLEDの電圧Voledは有機発光ダイオードOLEDの閾値電圧に設定される。
【０１５８】
　次に、走査線Snに走査信号が供給されると、第１トランジスタM1がターンオンされる。
第１トランジスタM1がターンオンされると、データ線Dmに供給されるデータ信号に対応す
る電圧がストレージキャパシタCstに充電される。ストレージキャパシタCstにデータ信号
に対応する電圧が充電された後、走査信号の供給が中断すると、第１トランジスタM1がタ
ーンオフされる。
【０１５９】
　第１トランジスタM1がターンオフされた後、第２制御信号および発光制御信号の供給が
中断される。第２制御信号の供給が中断されると、第３トランジスタがターンオフされる
。発光制御信号の供給が中断されると、第５トランジスタM5がターンオンされる。
【０１６０】
　次に、第１制御信号の供給が中断されると、第４トランジスタM4がターンオンされる。
第４トランジスタM4がターンオンされると、第１ノードN1の電圧値が電圧源Vsusの電圧に
上昇する。このとき、第２トランジスタM2のゲート電極の電圧は、第１ノードN1の電圧上
昇に対応して上昇する。ここで、第２トランジスタM2のゲート電極の電圧上昇幅は、数式
１によって決定される。
【０１６１】
　一方、有機発光ダイオードOLEDは、時間が経つにつれて劣化する。ここで、有機発光ダ
イオードOLEDが劣化するほど有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledは上昇する。言い換え
れば、有機発光ダイオードOLEDの閾値電圧は劣化するほど上昇する。したがって、有機発
光ダイオードOLEDの電圧Voledが上昇すれば第1ノードN1の電圧上昇幅が低くなる。言い換
えれば、有機発光ダイオードOLEDが劣化するほど第１ノードN1に供給される有機発光ダイ
オードOLEDの電圧Voledが上昇して、これによって第１ノードN1の電圧上昇幅は、有機発
光ダイオードが劣化していない場合より低くなる。
【０１６２】
　第１ノードN1の電圧上昇幅が低くなると、数式１に示すように第２トランジスタM2ゲー
ト電極の電圧上昇幅は低くなる。上記の場合、たとえ同一のデータ信号が印加されたとし
ても第２トランジスタM2に供給される電流量は、有機発光ダイオードが劣化していない場
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合より増加する。すなわち、本発明に係る補償部２４２の第１の例では、有機発光ダイオ
ードOLEDが劣化するほど第２トランジスタM2に供給される電流量が増加し、これによって
有機発光ダイオードOLEDの劣化による輝度低下を補償することができる。
【０１６３】
　上記のような、図１４に示された画素２４０と、図４に示された画素１４０とを比較す
ると、図１４に示された画素２４０では第５トランジスタM5が追加されている。上記のよ
うな第５トランジスタM5は、有機発光ダイオードOLEDに不要な電流が流れることを防止す
ることができる。
【０１６４】
　なお、本発明の実施形態に係る補償部２４２の第１の例は、図１３に限られず、例えば
、図６～図１１に示された構成と同じく設定されてもよい。
【０１６５】
［補償部２４２の第２の例］
　図１６は、図１３に示された補償部２４２の第２の例を示す回路図である。以下、図１
６について説明するが、図１４と同一の構成に対しては詳細な説明を省略する。
【０１６６】
　図１６を参照すると、本発明の実施形態に係る補償部２４２の第２の例は、電圧源Vsus
と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に位置する第３トランジスタM3および第４
トランジスタM4と、第１ノードN1と第２トランジスタM2のゲート電極の間に位置するフィ
ードバックキャパシタCfbを備える。
【０１６７】
　第３トランジスタM3は、第１ノードN1と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置し、発光制御線Enから供給される発光制御信号によって制御される。ここで、第３ト
ランジスタM3はＮＭＯＳトランジスタに設定される。すなわち、第３トランジスタM3は、
画素１４０に含まれるトランジスタM1、M2、M4、M5と異なる導電型に設定される。したが
って、第３トランジスタM3は、発光制御線Enから発光制御信号が供給されるときターンオ
ンされて、発光制御信号が供給されない場合にターンオフされる。
【０１６８】
　第４トランジスタM4は、第１ノードN1と電圧源Vsusの間に位置し、発光制御線Enから供
給される発光制御信号によって制御される。ここで、第４トランジスタM4は発光制御信号
が供給される時ターンオフされて、発光制御信号が供給されない場合にターンオンされる
。
【０１６９】
　上記のような本発明の実施形態に係る補償部２４２の第２の例は、図１４に示す補償部
２４２の第１の例と比較すると、第３トランジスタM3がＮＭＯＳで形成されて、これによ
って第１制御線CL1nおよび第２制御線CL2nをとり除くことができる。
【０１７０】
　本発明の実施形態に係る補償部２４２の第２の例における動作過程を図１５、図１６を
参照して説明すると、まず、走査線Snに走査信号が供給される前に発光制御線Enに発光制
御信号が供給される。発光制御信号が供給されると、第５トランジスタM5および第４トラ
ンジスタM4がターンオフされて、第３トランジスタM3がターンオンされる。第３トランジ
スタM3がターンオンされると、第１ノードN1に有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledが供
給される。
【０１７１】
　次に、走査線Snに走査信号が供給されて第１トランジスタM1がターンオンされる。第１
トランジスタM1がターンオンされると、データ線Dmに供給されるデータ信号に対応する電
圧がストレージキャパシタCstに充電される。データ信号に対応する電圧がストレージキ
ャパシタCstに充電された後、走査信号の供給が中断すると第１トランジスタM1がターン
オフされる。
【０１７２】
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　第１トランジスタM1がターンオフされた後、発光制御信号の供給が中断される。発光制
御信号の供給が中断されると、第５トランジスタM5および第４トランジスタM4がターンオ
ンされて、第３トランジスタM3がターンオフされる。
【０１７３】
　第４トランジスタM4がターンオンされると、第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に
上昇して、これによって第２トランジスタM2のゲート電極の電圧も上昇する。上記の場合
、第２トランジスタM2のゲート電極電圧上昇幅は、上述した補償部２４２の第１の例と同
様に、有機発光ダイオードOLEDの劣化の度合いに対応して決定されるので、有機発光ダイ
オードOLEDの劣化を補償することができる。
【０１７４】
［補償部２４２の第３の例］
　図１７は、図１３に示された補償部２４２の第３の例を示す回路図である。以下、図１
７について説明するが、図１４と同一の構成に対しては詳細な説明を省略する。
【０１７５】
　図１７を参照すると、本発明の実施形態に係る補償部２４２の第３の例は、電圧源Vsus
と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に位置する第３トランジスタM3および第４
トランジスタM4と、第１ノードN1と第２トランジスタM2のゲート電極の間に位置するフィ
ードバックキャパシタCfbを備える。
【０１７６】
　第３トランジスタM3は、第１ノードN1と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置し、走査線Snから供給される走査信号によって制御される。
【０１７７】
　第４トランジスタM4は、第１ノードN1と電圧源Vsusの間に位置し、発光制御線Enから供
給される発光制御信号によって制御される。
【０１７８】
　上記のような本発明の実施形態に係る補償部２４２の第３の例は、図１４に示す補償部
２４２の第１の例と比較すると、第１制御線CL1nおよび第２制御線CL2nをとり除くことが
できる。言い換えれば、本発明の実施形態に係る補償部２４２の第３の例は、走査線Snお
よび発光制御線Enと接続されて有機発光ダイオードOLEDの劣化を補償する。
【０１７９】
　本発明の実施形態に係る補償部２４２の第３の例における動作過程を図１５に示された
走査信号および発光制御信号、図１７を参照して説明すると、まず、発光制御線Enから発
光制御信号が供給される。発光制御信号が供給されると、第５トランジスタM5および第４
トランジスタM4がターンオフされる。
【０１８０】
　次に、走査線Snに走査信号が供給されると、第１トランジスタM1および第３トランジス
タM3がターンオンされる。第１トランジスタM1がターンオンされると、データ線Dmに供給
されるデータ信号に対応する電圧がストレージキャパシタCstに充電される。
【０１８１】
　第３トランジスタM3がターンオンされると、第１ノードN1に有機発光ダイオードOLEDの
電圧Voledが供給される。ストレージキャパシタCstにデータ信号に対応される電圧が充電
された後、走査信号が供給が中断されると、第１トランジスタM1および第３トランジスタ
M3がターンオフされる。
【０１８２】
　第１トランジスタM1および第３トランジスタM3がターンオフされた後、発光制御線Enか
ら印加される発光制御信号の供給が中断される。発光制御信号の供給が中断されると、第
４トランジスタM4がターンオンされて第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に上昇する
。第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に上昇すれば、数式１に示すように第２トラン
ジスタM2のゲート電極の電圧も上昇する。ここで、第２トランジスタM2のゲート電極電圧
上昇幅は、上述した補償部２４２の第１の例と同様に、有機発光ダイオードOLEDの劣化の
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度合いに対応して決定されるので、有機発光ダイオードOLEDの劣化を補償することができ
る。
【０１８３】
［補償部２４２の第４の例］
　図１８は、図１３に示された補償部２４２の第４の例を示す回路図である。以下、図１
８について説明するが、図１４と同一の構成に対しては詳細な説明を省略する。
【０１８４】
　図１８を参照すると、本発明の実施形態に係る補償部２４２の第４の例は、電圧源Vsus
と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に位置する第３トランジスタM3および第４
トランジスタM4と、第１ノードN1と第２トランジスタM2のゲート電極の間に位置するフィ
ードバックキャパシタCfbを備える。
【０１８５】
　第３トランジスタM3は、第１ノードN1と有機発光ダイオードOLEDのアノード電極の間に
位置し、走査線Snから供給される走査信号によって制御される。
【０１８６】
　第４トランジスタM4は、第１ノードN1と電圧源Vsusの間に位置し、走査線Snから供給さ
れる走査信号によって制御される。ここで、第４トランジスタM4はＮＭＯＳで形成される
。したがって、第４トランジスタM4は走査線Snから走査信号が供給されるときターンオフ
されて、走査信号が供給されない場合にターンオンされる。
【０１８７】
　一方、本発明の実施形態に係る補償部２４２の第４の例は、第５トランジスタM5がＮＭ
ＯＳで形成される。上記のような第５トランジスタM5は走査線Snから供給される走査信号
によって制御される。ここで、第５トランジスタM5は、走査線Snから走査信号が供給され
るときターンオフされて、走査信号が供給されない場合にターンオンされる。上記のよう
な本発明の実施形態に係る補償部２４２の第４の例は、図１４に示す補償部２４２の第１
の例と比較すると、第１制御線CL1n、第２制御線CL2n、および発光制御線Enをとり除くこ
とができる。
【０１８８】
　本発明の実施形態に係る補償部２４２の第４３の例における動作過程を図１５、図１８
を参照して説明すると、まず、走査線Snから走査信号が供給されると、第１トランジスタ
M1および第３トランジスタM3がターンオンされて、第５トランジスタM5および第４トラン
ジスタM4がターンオフされる。
【０１８９】
　第１トランジスタM1がターンオンされると、データ線Dmに供給されるデータ信号に対応
する電圧がストレージキャパシタCstに充電される。第３トランジスタM3がターンオンさ
れると、第１ノードN1に有機発光ダイオードOLEDの電圧Voledが供給される。ストレージ
キャパシタCstにデータ信号に対応する電圧が充電されると同時に第１ノードN1に有機発
光ダイオードOLEDの電圧が供給された後、走査信号の供給が中断される。
【０１９０】
　走査信号の供給が中断されると、第１トランジスタM1および第３トランジスタM3がター
ンオフされると同時に第４トランジスタM4および第５トランジスタM5がターンオンされる
。第４トランジスタM4がターンオンされると、第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に
上昇する。
【０１９１】
　第１ノードN1の電圧が電圧源Vsusの電圧に上昇すれば数式１に示すように第２トランジ
スタM2のゲート電極電圧も上昇される。ここで、第２トランジスタM2のゲート電極電圧上
昇幅は、上述した補償部２４２の第１の例と同様に、有機発光ダイオードOLEDの劣化の度
合いに対応して決定されるので、有機発光ダイオードOLEDの劣化を補償することができる
。
【０１９２】
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　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【０１９３】
【図１】従来の有機電界発光表示装置の画素を示す回路図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す説明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る画素を示す説明図である。
【図４】図３に示された補償部の第１の例を示す回路図である。
【図５】図４に示された画素の駆動方法を説明するための波形図である。
【図６】図３に示された補償部の第２の例を示す回路図である。
【図７】図３に示された補償部の第３の例を示す回路図である。
【図８】図３に示された補償部の第４の例を示す回路図である。
【図９】図３に示された補償部の第５の例を示す回路図である。
【図１０】図３に示された補償部の第６の例を示す回路図である。
【図１１】図３に示された補償部の第７の例を示す回路図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す説明図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る画素を示す説明図である。
【図１４】図１３に示された補償部の第１の例を示す回路図である。
【図１５】図１４に示された画素の駆動方法を説明するための波形図である。
【図１６】図１３に示された補償部の第２の例を示す回路図である。
【図１７】図１３に示された補償部の第３の例を示す回路図である。
【図１８】図１３に示された補償部の第４の例を示す回路図である。
【符号の説明】
【０１９４】
　２　　　画素回路
　４　　　画素
　２１０　走査駆動部
　２２０　データ駆動部
　２３０　画素部
　２４０　画素
　２４２　補償部
　２５０　タイミング制御部
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